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(54) Title: DEVICE FOR THERMAL TREATMENT OF SUBSTRATES
(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM THERMISCHEN BEHANDELN VON SUBSTRATEN
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(57) Abstract: The aim of thc invention is to reduce the formation of scratches in a device for the thermal treatment of substrates,
in particular, semiconductor substrates, in a chamber in which the substrate is placed upon support elements. According to the
invention, said aim is achieved by means of displaceable support elements.
(57) Zusammenfassung: Um bei einer Vorrichtung zum thermischen Bhandeln von Substraten, insbesondere Halbleitersubstraten,

in einer Kammer, in der die Substrate auf Stiitzelementen abgelegt sind, die Bildung von Kratzspuren zu reduzieren, sieht die vor-

liegende Erfindung bewegliche Stiitzelemente vor.
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